Zatacznik 2: Pomiar stosunkue/k
(skrét artykutu F.W. Inman, C.E. Miller, The Measorent of thee/k in the Introductory
Physics Laboratory).

Zasada pomiaru opiera ¢sina obserwacji,ze prud kolektora {§ wickszaci
komercyjnych tranzystorow praeoych w ukladzie ze wspoélna kajest wykiadnicz
funkcja napkcia emiter-baza kb w szerokim zakresie giow [1].

I =1oexpeU e /kgT) (1)

gdzieT jest temperatura absolgtn

Wykresem tej zalmosci w reprezentacji potlogarytmicznej jest linia pt@ ze
wspotczynnikiem nachylenia rownystksT. Jezeli znana jest temperatufia to mazliwe jest
bezpdrednie wyznaczenie stosuné&lks.

Teoria

Zaleznosci napkciowo-prdowe dla diod i tranzystorowa sszeroko dyskutowane w
literaturze [2]. W zczu p-n za powstanie przewodnictwa elektrycznego odpovigdalzch
jest szereg mechanizmoéwa $o0: (1) zjawiska dyfuzyjne, (2) zjawiska rekombigpno-
generacyjne zachogize w rejonie zubmonym w naéniki, oraz (3) zjawiska powierzchniowe.
Kazde z tych zjawisk jest odpowiedzialne za wytworegmiaddw, z ktoérych kady ma nieco
inna zalenos¢ od napégcia na zaczu. Teoria pdu dyfuzyjnego zostata zaproponowana przez
Shockleya [3]. Przewiduje onaze dla kierunku przewodzenia agr dyfuzyjny jest
proporcjonalny do exmV /k,T). Powstawanie pdu rekombinacyjno-generacyjnego byto

omowione przez Saha, Noyce’a i Shockleya [4]., #omwykazali, ze dla kierunku
przewodzenia ten pd jest proporcjonalny do ef@/2ksT). Wreszcie, zjawiska
powierzchniowe powodajpowstanie prdu proporcjonalnego do efgv/mkgT), gdziem>2.
Zazwyczaj w diodach wygbuja wszystkie te pdy. W zwiazku z tym zalenos¢ pradowo-
napkciowa diod przygto opisywa nastpujaca zalenosci empiryczma:

. =1,expeV/mkgT) (2)

gdzie parametmm jest wyznaczany dwiadczalnie Jak wida dioda nie nadaje sido
wyznaczania stosunkeiks.

W tranzystorze patzonym w ukfadzie ze wspdlna hbaprad kolektora powstaje w
dominupcym stopniu dziki nosnikom, ktore dyfunduwj przez zicze emiter-baza do rejonu
kolektora. W rezultacie pd kolektora kdzie miat taka samzaleznos¢ od napecia emiter-
baza co prd dyfuzyjny — wzér (1).

Pomiary deéwiadczalne wykazaty,ze dla wekszaci tranzystorow krzemowych
powyzsza zalenos¢ jest stuszna z doktadémia do 1% nawet dla pdéw zmieniagcych s¢ o
wiele rzdow wielkasci [1].
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